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ЭЛЕКТРОНИКА ДЕФЕКТОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

Первая в мировой литературе монография, специально посвященная влиянию 
различных отклонений от периодической структуры кристаллов (дислокации, 
границ зерен и т. д.) на неравновесные электронные процессы в полупроводниках. 
Эта проблема приобрела в последние годы особую актуальность в связи с 
использованием в полупроводниковой технике тонких пленок, сложных структур 
и интегральных схем. В основу книги легли лекции, читавшиеся автором в 
ведущих технических университетах США; текст содержит большое количество 
иллюстративного, в частности графического, материала, что делает книгу 
полезной для практических целей. 
Книга представляет интерес для специалистов в области физики твердого тела, 

физической электроники и электронной техники, а также для аспирантов и 
студентов университетов, физико-технических и радиоэлектронных вузов. 
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